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Akim Modlu Devreler

* Yuksek frekans uygulamalarindaki
gelismeler yeni ihtiyaclari gundeme
getirdi:

- Akim modlu devreler
« Daha yuksek bant genisligi

e Dusuk giris ve cikis direnci
 Bant genisliginden bagimsiz kazanc



OTRA

e Suclu

/ Gecis direnci, Rm = «
- Negatif geri besleme ile kullanilmali

- Akim geribeslemeli OP-AMP’lara benzer
 Farki ikiser adet dusuk empedansli giris ve cikisa sahiptir
e Giris uclan sanal toprakli oldugu icin kaskod baglamaya

uygundur
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Onerilen Farksal CMOS OTRA Yapisi
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Besleme Kati
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» EN=Vss oldugunda OTRA calisir, aksi halde VOA
ve VOB yuksek empedans

e Men1-2-3-4 transistorleri acma kapama icin

» Mbescap ve Mtopcap MOS kapasiteler



OTRA Giris Kat1 icin Temel Hucre

 Dusuk gerilimli akim aynasi yapisi
- Giris akim1 11 ve 12 dogrudan uygulanir

- ¢ ve d dugumlerindeki gerilim degisimi giris
akimlar1 farkina gore olusur

bes




» Direnc yapisi da |1 ve |2 akimlarina

baglidir

- R2-Ré6 12k

- 11 ve 12 icin kutuplama gerilimini toprak
seviyesinde tutarlar

- R7 (30 ohm) giris direncinin dusuk olmaya

zorlar bes




Simetriklik

» | Tek bir hiicre simetrik degil

- 11 pseudo-diyot (M5) baglantiya

sahip, 12 degil
12 icin ayn1 ozellige sahip baska bir
hucre gereklidir
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Temel Kazanc Kati
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: I I
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Simetriklik icin ayni1 yapi girislerin yerleri Ckom1-L gt
degistirilerek tekrar kullanilmistir
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Tampon Kati

- Birim kazancli bir kuvvetlendirici ile cikislar
tamponlanmistir.
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Sonuclar
« CADENCE

o STMicroelectonics CMOS 0.13pum teknolojisi
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- Besleme gerilimi +0.6 Volt
- Yuk kapasiteleri 5 pF

« Cikis en yuksek gerilime akim farki 100pA iken ulasiyor
« En yuksek cikis gerilimi 0.531 mV
« En dusuk cikis gerilimi -0.531 mV
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12, -2mA’den 2 mA’e 500pA’lik adimlarla
arttinliyor
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 Gecis iletkenligi direnci: 38660 V/A
» 29.2 MHz (-3dB)

o Birim kazanc-bantgenisligi 2.51 GHz
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o Tasarlanan OTRA’nin ozellikleri

- CMOS 0.13 pm STMicroelectronics
teklonojisi

- CADENCE ile dogrulanmis

- 1.2 V calisma gerilimi

- 38660 V/A gecis direnci

-29.2 MHz (-3dB) calisma frekans:



Genel MOS-C Suzgec Tasarimi

« 1ki NMOS dogrusal bolgede calistinlirsa
dogrusal olmayan etkiler engellenir ve
kaynak ile savak gerilimleri esit olur
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o Girisler uygun secilerek asagida yap1 alcak

geciren, ust geciren, bant geciren, bant
sonduren ve tum geciren suzgec olarak

kullanilabilir. a2
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Vo =0, V3 =0 — Lowpass.

Vo GGy

Vi - SEC]CE -I—SCIGE—FG]G.[}.
Vi =0, V3 =0 — Bandpass.
Vo —sC1G3
Vo s2C1Ca+5C1Ga+ GGy

Vi =0, V2 =0 — Highpass,
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Vi s2C1Cy +sC1G2 + G1Gop’

Vi=Va=V;. Vo =0 — Band reject (Noich)
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Suzgec denemesi icin kesim frekansi olarak 22.5
MHz secilmistir (cep telefonlarinin ikinci ara

frekans kati)

- Yuzey akustik dalga (SAW) suzgecleri yerine onerilmistir
« Kayip fazla (7dB civan)
« Pahali
« Empedans uyumu saglamak icin ek elemanlara ihtiyac duyuluyor

C.=C,=5pF

V. ,=V.,=V,,=0.6V

Vi0=Vy1=V},=0.3V

NMOS icin L=1pm, W_;=W,=3um,

W, =W, ,=21.33pm, W_,=W,,=11.33um



Frekans Yaniti
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THD %

~10.26
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Sonuclar

o Dusuk gerilim ile calisabilen yeni bir CMOS OTRA
tasarlanmistir.

« Akim modlu bu yap1 yuksek frekansli uygulamalar icin
uygundur.

« OTRA, CADENCE benzetim programi ile denenmistir ve
29.2MHz gecis direnci kazanci bant genisligine
sahiptir.

e 2 OTRA ile genel bir MOS-C suzgec yapisi gerceklenmis
ve teorik sonuclar ile benzetim sonuclarinin ¢cok yakin
oldugu gozlemlenmistir.
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